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	 ナノ構造における特徴的なエネルギーや時間（分子振動周波数、エネルギー準位間隔、トンネ

ル時間など）はテラヘルツ（THz）電磁波の領域にあり、ナノ構造と THz 電磁波の相互作用は物

性解明や制御に非常に重要である。しかし、THz電磁波の波長は 100 µm程度あり、極微サイズの

ナノ構造とは相互作用断面積が極めて小さい。 

	 我々は、通電断線法という技術を用いて、原

子スケールのギャップを有する電極を作製し

（図１(a)）、その間隙に単一分子を捕獲するこ

とにより、単一分子トランジスタを作製してい

る[1]。このナノギャップ電極を THz アンテナ

として用いることにより、2.5 THzの単色 THz

電磁波を単一 C60 分子に集光し、その伝導の

様子を調べた。図１(c)に示すように、THz 電

磁波の強度が十 mW 程度になると、THz 光子

をバーチャルに吸収・放射してトンネルするプ

ロセスに対応するコンダクタンスピークが観

測された（光子支援トンネル効果）[2]。さら

に、そのコンダクタンスを解析することにより、

単一分子の位置で誘起される THz 電界の大き

さを見積もったところ、数百 kV/cm 程度の強

電界が誘起されていることがわかった[2]。この 105倍にも達する電界増強はナノギャップ電極の

プラズモン効果によるものであり、1 nm以下の極微領域の非線形ダイナミクスの研究に新しい可

能性を拓くものである。 
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図１	(a)実験に用いた単一分子トランジスタの

電極構造、(b)THz電磁波を照射しないときの単

一C60分子トランジスタのクーロン安定化ダイ

アグラム、(c)16	mWの2.5	THz電磁波を照射した

ときのクーロン安定化ダイアグラム	
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